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摘要 简述 了近年来新发展的几种半导体 纳米微粒 聚苯胺复合材料的构建方法
,
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as se m b ly
,





一 a s s e
m b l y
,
E s A ) 技术 和模 板组装
(tem plate
一a s s e
m b l y
,
T A ) 技术等
,
其 中 L B 技术
、
s A 技 术和
E S A 技术是在组装有序或有组织分子技术的基础上 发展起来
二
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,
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,
2 0 1 7 3 0 4 4 )
; 福建省青年科技人才创新项 目(Zo olJO 3 1) ;教育部科技研 究(99177)






































2 纳米结构 P A N I膜的构建和性能表征
PA TP (对氨基苯硫酚 , p 一a m i n o t h i o p h e n o l ) 同时具有 双功能
基 团 氨基 (一N H
Z)和 琉基 (一SH )
,
一方 面 它 可 以 通 过形成
A u一S 键直接在 A
u
表面形成均匀的单层分子膜压
7〕 , 另一方 面
氨基可 以参与苯胺的电聚合
,
因此聚合在 PA T P 上 的 PA N I膜





P A N I形貌的作用〔
“一 ‘。〕。 P A N I/ P A T P / A
u
膜电极的制备是 以 自

















7V (vs S C E )
,
扫描速




将所得 PA N I/P A T P /A
u
膜 电 极 置 于 1
.






















































即 IP C E















































并 通 过 M
ott一S e h o t t k y 图测 量
,



















现场 U V /V I
S
反射 光









3 三 维纳米结构 TI O Z/P A N I 复合膜的构建和
性能表征
TIO Z/PA NI复合膜的制备以部分氧化态 P A N I/ PA T P /A u
膜 电极为基体
,



























































足 够快时 (10 m V /
S)
,
















( C N )
。
溶液中的光 电流谱表现为














/P A N I 复合膜微粒堆积较为紧
密
,







o tt一 S e h o t t k y 图近似测量 的 T IO
Z






















T IO Z/ P A N I 复合膜的能带 图
。







微 粒和 PA N I 物种 均可 以和 溶液直接接
触
,





























些光生 空穴 可以 氧化溶液中 的还原 物种
。
同时 PA N I 物种 和
T 10 : 微粒 内 的光 生电子 可以通过 导 电 P A N I 中金属 岛之 间 的
荷 电能限制隧道作用传输到金基体
,
从而产生 75 5一 4 43
n m 和












P A N I 物种内的光生电子可以传输到
P A N I 物 种
一
溶液 界面或通 过 接触的 Ti o
:
微粒到达 膜表 面 的
T IO :微 粒
一
溶液 界面从而还 原溶液中的 氧化物种
,
同时 PA N I





生 75 一4 4 3n m 波长范 围的阴极光 电流谱带
。
与 相同条件下制





















Z/P A N I复合膜




3拜W 光 斑下 光 照 15Omi
n ,




4 三维纳米结构 Zn o /P A N I 复合膜的构建 和
性能表征












无 明显 的团 聚现 象
。
把部分氧化 态 PA N I/
P A T P /A u 膜 电极浸 人预先 制备好 的 Zn( ) 溶胶 IOm in
,
然后 以

















n O 的导 电聚苯胺纤维
,






































P A N I 复合膜 的拉曼光谱和红外漫 反射
光谱中的 C一N 特征谱带较 PA N I有不 同程度 的兰 移
,
体现 了
P A N I 的一 N H 基 团和 Z
n z十
离子 强 烈 的 化学 相互作用
。
由于
Z n( )/P A N I 复合膜中的 Z
nO 微粒尺寸较小 和出现新 的表 面态
,
使 Z








no /P A N I 复合膜 在 33O
nm 波 长 光 激 发 下
,
在
580n m 处具有很强 的荧光发光特性
。
Z n o /
P A N I 复合膜中 Zn( )
微粒具有光电化学纳米效应
。
从 ZnO 微粒光 电流谱带 的阂值能




Z n O / P A N I 复合膜 的 阳极光 电 流谱在 755一 38 o
nm 和 365 一
3O0n m 范围分别出现 P A N I 物种和 Z




nO 和 P A N I 复合膜具有较高的光 电转换效率
。
利用
Z no /P A N I复合膜能够有效光降解甲基橙染料(在 442
.
3产W 光
斑 下 光 照 12 Om in
,









I 复合膜具有与 TI O
Z
/P A N I 复合膜相似的
光 电化学过程
。
5 二维有序 纳米结构 C dS /P A N I 复 合膜的构
建和性能表征
CdS/PAN I复合膜的沉积采 用恒电流阴极还原 法 仁’5
·
终’3 二或




电解槽采 用 两 电极 系 统
,
以 部分氧化态






05 5 m ol / L 氯化锡和 。
.
19 m ol / L 单质硫的二甲亚矾





工作电极在 电解液中 以一定的电流密度 (1 m A /c m
“
) 电沉 积一
定 时间 t(1 m in )
,
即得到浅黄色 的 Cd S /P A N I复合膜
。
通过电流
密度和沉积时间的变化可 以控制 CdS 膜的厚度
。
电流脉冲法是




5 ( 2s )
,
脉冲数为
n 一2 ~ 30 的 电流脉冲程序得到浅黄色的
C dS/PA N I 复合膜
。










N I 复合膜用热的 D M SO 清
洗 后再用高纯氮气吹干备用
。
C d S /
P A N I 的 A F M 图表明
,
利用 电流 脉冲法制备 的 C d S











积联用 技术制备的 C dS /P A N I复合膜中
,
其 C dS 微粒的晶型结
构为
Q一
C d S 六方纤锌 矿晶型
,






















基底 PA N I 对复合膜
紫外
一
























C d S / P A N I 复合膜在 755一 38o
nm 和 475一 30 o
nm 处分别具
有 PA N I物种光电流谱带和 C d S 微粒光电流谱带
。


















由于 基底 P A N I 的作用
,
C d S /





光激发下 C d S 纳米微粒 和 P A N I均
能引起光电效应
,
而导电态下 的 P A N I链有利于浅陷阱态或深
陷阱态上光 生 电荷的传输
,
因 此 和相 同条件下制备 的单一




A N I 复合膜具有更广的光
谱响应范围
。
所以 只要优化制备条件和改善 C dS 的光稳定性
,







P A N I 同轴纳米线及其 列阵的制备和
表征
































除去 PA N I 纳米管列 阵背面的
导 电金 箔
,
利用 真空 泵 和缓冲瓶在含有 P A N I 纳 米管列 阵的













即可在 A A O 模板中得到 Z





sm ol /L 的 N


























P A N I 虽
然纵向生长但并不 沿着模板孔洞 的 内壁进行聚 合生长
。











o 胶粒同时填充到 P A N I纳米管与 A A O 孔
壁之间 的间隙以及 PA N I纳米管内
。
A A O 模板中的 Z
n o /P A N I





与 A A O 模板中 Z nO 纳米
线阵列 的荧光光谱相 比
,
峰位从 440n m 兰 移到 4oon m
。
这个兰
移同样是由于 PA N I的作用产生的
,
而且与前面所提到的 Zno /
P A N I 复合膜相比
,













P A N I 同轴纳米线在 。
.
s m ol / L N
a
O H 溶液 中的荧光
光谱与在 A A O 模板中的 Z
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( 下转第 91 页 )
熔体反应渗透形成 A 1
20 3基复合材料的 组织 结构/周曦亚 91
3 结论
铝熔体反应渗透形成的 A 1
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图 6 为 SI C /A 1
20 3/A I
一








































孤立 的 SI C 颗粒是 由 A 1
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